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eletronica mostrou uma rede de nanocristais interligados e a
difracao de raios-X (figura 2) que eles crescem na fase
cassiterita com cristalitos de aproximadamente 2,5nm. As

Aerogeis de Oxido de estanho sdo espumas solidas, medidas de PIXE (figura 3) indicaram a presenca de algumas
mesoporosas e de celula aberta que apresentam area impurezas, incluindo Silicio, Cloro e tracos de Ferro, Enxofre,
superficial extremamente alta e baixa densidade. Mas, ainda Cobre e Zinco. O espectro de FTIR (figura 4) mostrou um
se conhece pouco sobre o comportamento eletronico de tal grande pico proximo & 565cm-1 o qual se associa ao
material. O presente estudo propdoe-se a observar o0 estiramento da ligacdo entre Sn-O e alguns picos associados a
comportamento eletronico dos aerogeis para aplicacoes e existéncia de Carbono. Com as medidas de espectroscopia
possivel aperfeicoamento no processo de sintetizacao do UVNvis e PL (figura 5) observou-se que o bandgap do material
aerogel. esta em 3,5eV e que ha impurezas superficiais dentro do
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Baseia-se na técnica epoxido e consiste na solubilizacéo
de 0,659 de tetracloreto de estanho penta hidratado em uma
solucao de 3mL de H2O:EtOH. Adiciona-se 0,8mL de oxido de
propileno como catalizador, gota a gota. Em seguida a solucéo e |
colocada em moldes de vidro onde rapidamente geleifica. \

Apo0s a geleificacdo, os geéis sao colocados em uma |
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solucao de etanol para envelhecer por 24 horas e entao troca-se W om mer ;o mwe e e _
0 solvente por acetona por sete dias seguidos. | " Photon Energy [eV]
2 Secagem Figura 4. Espectrograma
de transmitancia FTIR Figura 5. Sinal de fotoluminescéncia

Os geis passam por uma secagem supercritica com CO2
para trocar sua fase liquida por uma fase gasosa. Este processo
transforma o gel em um aerogel (figura 1) que agora esta pronto
para as analises.

3. Analises
Foram feitas medidas de

fotoluminescéncia (PL), de adsorcao de
nitrogénio (BET), de espectroscopia de
iInfravermelho por transformada de
Fourier (FTIR), de microscopia de

Usando-se a técnica epoxido para a producao de géis de
Oxido de estanho e ap0s uma secagem supercritica obtém-se um
aerogel com alta area superficial. O material cristaliza na fase
cassiterita com cristalitos de aproximadamente 2,5nm
Incorporados em uma matriz amorfa.

Percebe-se, analisando a existéncia de atomos de cloro e
transmissao eletronica (TEM) e de jons de hidréxido, que a reac&o n&o é completa. No PIXE foram
emissao de raios-X Induzida por identificadas impurezas que ocorrem naturalmente, como ferro,
particulas (PIXE). Figura 1. Aerogéis apos cobre, zinco e enxofre.

asecagem Mesmo depois de varias trocas de solvente, no processo
de envelhecimento, os ions de hidroxido e atomos de cloro
permanecem na estrutura do aerogel o que acaba por produzir

vacancias de oxigénio carregadas positivamente. Essas

As medidas de BET indicam que os aerogéis depois da vacancias acabam por compensar a presenca de ions de
secagem supercritica possuem uma area superficial de estanho intersticiais e prendem os elétrons nao permitindo
aproximadamente 800m2/g, um raio médio dos poros de 1,8nm e condugao elétrica.
uma densidade de 65mg/cm3. A microscopia de transmissao A técnica epoxido € uma boa rota para a obtengao dos

—— l T T T T géis, mas ainda se faz necessario melhorar a qualidade do

M § material obtido para aplicacoes em optica e eletronica.
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